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(54) Zpusob vyroby fotolitografické masky vykonové
polovoditové souddstky

J&elem YeSenf je sni¥enf pracnosti,
zmetkovitosti a dspory za¥izen{ p¥i roz-
prostirdnf{ vrstvy fotoresistu na povrchu
Si destilky.

Uvedeného d¥elu se dosdhne pouZitim
chemicky upraveného fotoresistu, ktery se
po naneseni na Si destiku samovolné roz-
prostfe po jejim povrchu a ddle zpracuje
obvyklym zpisobem. Fotoresist je opatfen -
p¥{davkem rozpouitédla fotoresistu a orga-
nické 1l4tky s nfzkym povrchovym napétim.
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Vyndlez se tykd zpisobu vyroby fotolitografické masky vykonové polovodidové souddstky.
u kaonovyéh polovodi&ovych souddstek stdvajfciho prévedeni se p¥i celoploZném maskovidn{
fotolitografickou cestou nanese fotoresist na Si destidku a mechanicky se rozet¥e po celé
/ jejl ploBe. Pro vytvofenf plo3¥n& &len&nych struktur se fotoresist nanese na Si destidku,
po které se rozprostfe odst¥ed&nfim.

Nevyhodou této technologie je velkd pracnost, ndrodnost na zrak a pedlivost pracovni-
ki, vznik nerovnom&rné vrstvy fotoresistu pfi kolisdn{ otdldek odstfedivky a moZnost mecha-
nického pogkozenf Si desti&ky.

Uvedené nevyhody odstranuje zplsob vyroby fotolitografické masky vykonové polovodidové
souldstky podle vyndlezu, jeho¥ podstatou je, ¥e na upraveny povrch Si destidky se nanese
ddvka chemicky upraveného fotoresistu. Po jeho samovolném rozprostifeni se vznikld vrstva
zpracuje obvyklym zplisobem., Fotoresist je opatfen p¥fdavkem rozpoustddla fotoresistu a orga-
nické ldtky s nfizkym povrchovym napé&tim.

Uvedenym zplsobem vyroby fotolitografické masky vykonové polovedi&ové souddstky bomoci
chemicky upraveného fotoresistu je dosaZeno sniZenf pracnosti, zmetkovitosti a dspory za=-
#{zen{ /odst¥edivka/.

?fiklad provedeni{

Pro odleptdni 20 gam N+emitorové vrstvy se Si destifka o prim&ru 40 mm po oxidaci
opatf{ vrstvou chemicky upraveného fotorezistoru ve sloZenf{ fotorezist : xylen : n-heptan =
=1 : 1 : 4, R .

Ru&né& pomoc{ kapdtka se nakapou 4 kapky chemicky upraveného fotorezistu na Si destifku,
po jejim¥ povrchu se chemicky upraveny fotorezist samovolné rozprost¥e. Vznikld vrstva
se suif{ a ddle zpracujeé cbvyklym zplisobem. :

P¥{sadami organickych litek s nizkym povrchovym napdtim je dosaZeno zfed¥dn{ fotorezistu,
zvy¥en{ jeho smi&ivosti a zmenZeni povrchového napéti vrstvy fotorezistu, coZ zplsobuje
%4dané samovolné rozprostfeni vrstvy fotqrezistu na povrchu Si desti&ky.

Zplisob vyroby podle vynéiezu je vhodny pro viechny standardnf vykonové polovodiové
souddstky, pfi jejlch% vyrob& se vyskytuje nejméné jedna operace maskovdni. '

PREDMET VYNALEZU

Zpisob vyroby fotolitografické masky vykonové polovodifové souddstky z fotoresistu,
vyzna&eny tfm, ¥e na upraveny povrch Si destilky se nanese ddvka fotoresistu chemicky
upraveného p¥fdavkem rozpou¥t¥dla fotoresistu a organické 1l4tky s nfzkym povrchovym napétfm
a po jeho samovolném rozprost¥en{ se vznikld vrstva ddle zpracuje obvyklym zplsobem.
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